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既存 VLSI のゲート規模を大きく超える超巨大なゲート規模を有し、また、高速動的再構成により実

装回路の劇的な高性能化が期待できる次世代 VLSI、高密度光再構成型ゲートアレイのプロトタイプシス

テムを開発した。世界最大規模の 11,424 ゲート規模 VLSI 部の開発、世界最高速の光再構成試験に成功

している。 

 

 研究内容、研究成果 
 

 高密度光再構成型ゲートアレイのプロトタイプシステムの要素技術として、①高密度・光再構成

型ゲートアレイ VLSI、そして、②ホログラムメモリ部として、②-(a)銀塩系ホログラムの記録光学

系とその光再構成システム、②-(b)計算機ホログラム生成ソフトウエアと同光再構成システム、②

-(c)積層導波路ホログラムの記録再生光学系、③試験装置・評価システムを開発し、これら要素技

術をプロトタイプシステムとして統合した。また、デバイスの開発だけでなく、商品化時に必須と

なる、④論理合成・配置配線ツール、動的再構成支援ツールも開発した。①では、２つの世界初の

アーキテクチュアを提案し、世界最大規模である 11,424 ゲート規模の VLSI チップを開発、また世

界最高速の光再構成試験に成功した。②のホログラムやレーザアレイを含む光再構成システムの開

発では複数の光再構成アーキテクチュアを提案し、そして、試験的に４つのコンテキストまでの実

装試験を行い、それに成功した。そして、これら要素技術の開発を受けて、③のプロトタイプシス

テムを制作し、大型ではあるが、各要素技術を統合、パッケージ化した。そして、④のツールの整

備により、商品化への足がかりを築いた。価格については、現在のプロトタイプシステムが２００

万円前後と非常に高価であるが、CD、DVD ドライブの様に、今後、量産することでコストダウンが

見込める。 

 

 

 今後の展開、将来の展望 
 

 今後の企業化に向けた技術的問題点として、①光再構成型ゲートアレイ VLSI 部のさらなる高密

度化、②光再構成型ゲートアレイ VLSI 受光部の高効率化、③コンテキスト数の増大、④コンパク

ト化などが挙げられる。これらは、今後の継続的な研究開発と共同研究体制の拡大によって達成で

きると見込んでいる。その一方で、約５年～８年程度時代を度先行する本デバイスを大規模に展開

できる市場が、現在のところ存在せず、かつ、成熟するまでにさらに時間を要すると見込んでおり、

即のビジネス展開は困難であると予測している。このため、当面は、商品化イメージを具現化する

アプリケーションの研究に力を入れ、市場の成熟に向けた準備、改良、また量産を可能にする生産

技術の開発を進めていく。そして、平成 20 年度後半程度から、まずは、新デバイスの評価システ

ムとしての事業化を目指す。 
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Technology                       0 .35μm 3-me ta l C MOS process
Chip siz e                           9 .8×9.8 [mm2]
Photodiode size                 9 .5×8.8 [μm2]
Horizontal dis tance            34.5 [μm]
between photodiodes 
Vertic al d istanc e 
between photodiodes　　　33.0 [μm]
Number of
Photodiodes　　　　　　　　 38,591
Number of 
Logic B locks　　 336
Number of 
Switching Matr ices            375
Number of 
I/O Blocks                         8  (32bit)
Wiring channel　 8
Gate Count                       11,424 gates
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図１：0.35umCMOS プロセス-9.8mm 角・11,424 ゲート規模・ゼロオーバーヘッド・ダイナミック光再構成ゲー

トアレイ VLSI チップ CAD レイアウト（左）、チップ写真（中央）、仕様表（右） 

図２：光再構成型ゲートアレイ・プロトタイプシステム     図３：ホログラム記録光学系  


